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e Qu'est-ce qu’'une photodiode ?

PHOTODIODE = CAPTEUR

V_: tension de polarisation
photo P
/ I, ,: courant proportionnel
cathode

1 au flux lumineux
node ‘: ‘ I A AW w

photo
V IPhOtO - Sl I (I)photo
P | \
u Sensibilité Flux
spectrale lumineux
Rendement

; quantique |
- - m(t) %[ CAPTEUR J—» s(t)

Transforme une grandeur physique observée
(mesurande) vers une autre grandeur physique
utilisable (électrique)
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e Qu'est-ce qu’'une photodiode ?

PHOTODIODE = CAPTEUR

(Dphoto V,: tension de polarisation
] ’// . I, ,: courant proportionnel
1 ‘ : ‘ au flux lumineux
anode >1p110t0 A AW W
V Iphotcr = Sl -N - (I)photo
P | \
- ¥ X
u Sensibilité Flux p - , >
spectrale lumineux CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Rendement
quantique i

- - diode ’ o
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P =920 I

pho i photol cellule

- photovoltaique

e' (Dpham = (I)2> q)l [plmtuz
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| capteur photo J
AN S
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Maximum Ratings

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Parameter Symbol Value Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Tops Teg -40...+100 |°C
Operating and storage temperature range
Sperrspannung Vi 20 Vv
Reverse voltage
Verlustleistung P, 150 mw
Total power dissipation Characteristics
Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Photocurrent I, = £ (E,), Vg = 5V Capacitance Parameter Symbol Value Unit
v
Open-Circuit Voltage 7, =f(E,) ¢ =/(Vr),/=TMHZ E=0 SFH229  |SFH229FA
SFH 229 2077 T T T Fotostrom
() 103 e OHEUISIE P '1"’; Photocurrent
-8 . pA 1l : mv y Vi =5V, Normlicht/standard light A, Ip 28 (=18) - LA
5 ’ ! T 16 T=2856K, E,=1000 Ix
S T 1 o V=5V, =950 nm, E, = 1 m\W/cm? Ip - 20(=10.8) |upA
_8 fo? il 710 — Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Mg max 860 900 nm
(o % I 12 N Wavelength of max. sensitivity
; i 10 N Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit A 380 ... 1100 | 730 ... 1100 | nm
S 10! LU 02 h 5=10%von S,
-.5 8 Spectral range of sensitivity
= P NN §'= 10% Of Sy
% 100 1o \. Bestrahlungsempfindliche Flache A 0.3 03 mm?
o) 4 N Radiant sensitive area
-S 2 Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache | L x B 0.56 x 0.56 [0.56 x 0.56 | mmx mm
Q 10! .m” oL LU {1 Dimensions of radiant sensitive area Lx W
=1 10° 105 I 10t 102 07" 10" 10" v 10 Halbwinkel ¢ +17 =17 Grad
@) - £y — W Half angle deg.
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* Caractéristiques d'une photodiode

Maximum Ratings

Bezeichnung Symbol Wert Einheit
Parameter Symbol Value Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Tops Teg -40...+100 |°C
Operating and storage temperature range

Sperrspannung Vi 20 Vv
Reverse voltage

Verlustleistung P, 150 mw
Total power dissipation

: Directional Characteristics
Photocurrent I, = (E,), V=5V  Capacitance S =/(0)
Open-Circuit Voltage 7, = f(E,) C=/(Vr),/=1MHZ E=0 )
20

SFH 229 CHFD1520

OHFO1 pF
% IRJ FH 5 C 18
i) L" 50°
o 16
s
o 102 14 \
< -y
o 12 60° 5 |\
~~
") 10 \
c 10! X \
ie] g 70
2
= ? an \
") 10°
[0 4 N
© 2 P
— a0’
()
a 10! 0
] 10° 108 1 10 10 ,
O ——Ey 100

200 407 60" BO" 1000 1207
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* Transmission par la lumiere

& +
AVAN VAN
Rp Rpup
< -
(a) Emetteur (b} Récepteur simple

Capter des photons / Transmission
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e Montage simple / Fonction de transfert

V=R, .I

D * "photo

Capter des photons / Montage simple
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 Montage simple / Réponse en fréquence « théorique »

V=R, .I

D * "photo

-t

Capter des photons / Montage simple
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 Montage simple / Réponse en fréquence « expérimentale »
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e Montage simple / Modele

—____C
Uy _ “YPHD
I photo i photo

RPHD VS : cab :: Cosc RDSC

ey
|
]
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e Montage simple / Modele

Polarisation
/]‘\ /]‘\ . Photodiode
—_ Cpubp
Ud
I photo ﬁham Aﬂichage
E

RPHD VS :: cab :: Cosc RDSC
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Polarisation

Photodiode
— Cpup
Yohoto iphoto Affichage
E |"o
% RPHD -V Ccu,b Cosc $ Rﬂsc

Rsource

Vsource Vin

e Montage simple / Modele

conducteur .
externe isolant

gaine conducteur
protectrice interne

oscilloscope

L)

FA) >

AV )

Capacité lineique

Capter des photons / Montage simple

bl 3

Rosc =1 MQ

Cea = 100 pF / m Cosc =10 pF

Ca_pacitance
C=f(Vg),f=1MHz,E=0

SFH206

100 OHFD0419
C pF
! 80
70 PN
60 \\
N

10 ~

Uw-z ! 10® 10! v 10
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 Montage simple / pour résumer

VS _ Req
I 1+j-w-R, -C
. 1 Phd e el
Photodiode | e
i | Avec :
[} 1
— i R = —D—R hd ° Re 120
- CPHD i eq R +R
i phd @ 100
Q i 2
o ! _ & g0
§ Lemmmmem - g ‘i Ceq - Cphd + Ce ©
n 60
m 1 1 1 1 1
2p Wl r —=-- e ————— 10" 102 10° 104 10° 108 107
9 > : . : fréquence (Hz)
S photo ! Systéme Mesure |
[ i 0
= a i
~ H i
2 RPHD ' Re : gos
5 i Ce E g
s a i 2ol
o : i
0 - - mmmmmemmmmme—eaa i 15t ; ; i :
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©
O
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 Montage transimpédance / Fonction de transfert

A VS - RT ’ Iphntn

Capter des photons / Montage transimpédance
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 Montage transimpédance / Rép. fréquence « théorique »

A VS - RT ’ Iphntn

-t

Capter des photons / Montage transimpédance
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 Montage transimpédance / Rép. fréquence « expérimentale »

ALl
110

()
O
T
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o
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‘D 90 .
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 Montage transimpédance / Modele de I'ALI

3
¢ K 1 100
VPOL—P 2
A7 80
PhD
AT g %01
=)
= 40|
[i7]
§ © ot
ks V.+ 0
N)
= - 20 : : : :
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C i
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() w 1]
g v+(1w v o
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= - - - =05
- =,
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e
o
(7] L e .
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 Montage transimpédance / Rép. fréquence « expérimentale »
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 Montage transimpédance vs simple

CPHD
VPOL &2 2%

P_n
P
Phatadiode

Systéme Mesure

Polarisation
Photodiode

Affichage

?RPHD

©
(&)
% 140
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o
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‘0
S
= 100+ 80
[
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 Montage transimpédance / pour résumer
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simple
i- _ R]ghd'Re
: = R __+R
i eq: Cphd+ce
R, ot 1
fe 2-7R,-C
GND 9
VS j— RT.AO 110 . .
I IRC, jrw A
Phd . LA 100

(1+ a) ) (1+ wC )+A0 ok Simple R = 100kO \

0

En utilisant le modeéle du premier ordre pour l'amplificateur intégré (A, w,)

1
Gain-peaking : fT: Vfc- GBP  avec fc= 2 7Ry C
4 P

PhD

Gain (dB)
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60 [
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40

Transimpedance
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 Montage transimpédance / Gain peaking

Signal carré a 10kHz / GBF : offset +4.8V / Amp = 3.3V
oy L__ ) LB JleCor L L

=25.9732Hz

CHi= 588U CH2=S@emU M258ps  CHL/L@BY  CHI=580U  CHz-SeenU M i@0ps CHI 71881
M Pos:258.8ms M Posi258.8ms

Capter des photons / Montage transimpédance
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 Montage transimpédance / Gain peaking

Signal carré a 10kHz / GBF : offset +4.8V / Amp = 3.3V
Signal numérique comparé (LM311) - ®mem&le===== 08
Signal carré & 10kHz / GBF : offset +4.8V /Amp =83V ¢~ |~ [

CH1 f1.8a)
M Posi12508.6ms

=39.4273KHz

CHL/zZoBm)
M Pos:258.0ms

CHi=S86mU CH2X 206U Mid@ps

Erreurs !l
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